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Современные технологии связи, радиолокации и СВЧ-электроники требуют разработки эф-

фективных полупроводниковых приборов, способных работать на экстремально высоких часто-

тах. Такие устройства должны обеспечивать высокую стабильность, мощность и низкий уровень 

шумов. Одним из ключевых элементов СВЧ-техники являются лавинно-пролетные диоды 

(ЛПД). Благодаря своей уникальной физике процессов, они позволяют генерировать и усиливать 

сигналы в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, что делает их востребованными  

в системах связи, радиолокации и научных исследованиях. 

В данной работе проведен анализ принципов работы, режимов, конструкций и характеристик 

ЛПД. Рассмотрены основные этапы процесса создания ЛПД. Показано, что технологический 

процесс включает процессы формирования полупроводниковых структур с использованием эпи-

таксии, ионной имплантации и травления, нанесения металлических контактов, термической об-

работки для активации слоев, а также контроль и тестирование параметров. Все этапы требуют 

высокой точности и специализированного оборудования. 

Описано оборудование, необходимое для создания ЛПД: 

1. Ионно-имплантационная установка – для формирования p-n-переходов. 

2. Установка термической обработки – для активации легирующих элементов и рекристалли-

зации структуры. 

3. Литографическое оборудование – для создания микроразмерных структур. 

4. Установка для осаждения металлов (вакуумное напыление или напыление методом магне-

тронного распыления) – для формирования контактов. 

5. Эпитаксиальное оборудование (например, MBE или CVD) – для создания высококачествен-

ных слоев. 

6. Установка травления – для формирования точных структур. 

7. Системы контроля и диагностики – для измерения параметров, таких как толщина слоев, 

концентрация примесей, электрические характеристики.  

ЛПД могут функционировать в двух режимах:  

− TRAPATT-режим – обеспечивает высокий КПД и большую амплитуду колебаний, но рабо-

тает на более низких частотах. Основан на накоплении и резком рассасывании электронно-ды-

рочной плазмы. 

− Лавинно-пролетный режим – основан на отрицательном динамическом сопротивлении, где 

фазовый сдвиг между током и напряжением приводит к генерации высокочастотных сигналов. 

ЛПД изготавливаются на основе различных структур: четырехслойной структуры Рида (p⁺-n-

i-n⁺), асимметричного p⁺-n-n⁺ перехода и двухпролетных структур (p⁺-p-n-n⁺). Для улучшения 

характеристик применяются меза-структуры, барьер Шоттки на GaAs и гетероструктуры [1]. 

Приведены основные параметры ЛПД: 

− частотный диапазон 0,5–500 ГГц; 

− кПД до 0,64; 

− пробивное напряжение, зависящее от температуры; 

− рабочие токи (постоянный и импульсный), требующие стабилизации; 

− высокий уровень шумов, который можно снизить с помощью гетероструктур. 
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